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はじめに：細胞外小胞の一種であるエクソソームは血液や尿等の体液中に含まれており、疾病の

早期発見のためのバイオマーカーとして期待されている。その実用化に向けてエクソソームの効

率的捕集技術が盛んに研究されており、近年では様々なナノ材料を用いた手法が報告されている

[1]。そこで我々は、垂直成長多層グラフェンシートで構成され、高いアスペクト比と化学的安定性

を有するカーボンナノウォール(CNWs)に着目した[2]。エクソソーム捕集においてナノ材料表面の

ゼータ電位が本質的となるが、CNWsのゼータ電位に関する報告例はほとんどない。本研究では、

密度や表面修飾の異なる CNWsを作成し、それらがゼータ電位に及ぼす効果を調べた。 

実験内容：ラジカル注入型プラズマ励起化学気相堆積装置 (RI-PECVD) を用い、SiO2 (1μm) / Si 

基板上に CNWsを成長させた。本実験では、プロセスガスとして H2 100 sccmと C2F6 50 sccmを

導入し、圧力を 99 Pa、基板ヒーター温度を 800℃に設定した。中性溶液中における CNWs表面の

ゼータ電位を、電気泳動光散乱法により測定した。 

結果と考察：図 1は、SiO2/ Si 基板および CNWs表面におけるゼータ電位の測定結果である。CNWs

表面のゼータ電位は-24.0 mV と得られ、SiO2/ Si 基板表面（平均-7.5 mV）よりも負に大きな値が

確認された。同条件下でのエクソソームのゼー

タ電位は約-20mV[1]と報告されており、CNWs上

ではクーロン反発による吸着阻害が予想され

る。講演では、壁密度やポスト処理が CNWsの

ゼータ電位に及ぼす効果についても議論する。 
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図 1. SiO2 / Si基板と CNWs表面のゼータ電位 
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